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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（a）研磨剤、研磨パッド、または研磨剤および研磨パッドの両方、
（ｂ）ヨウ素、
（ｃ）デンプンおよびシクロデキストリンからなる群より選ばれるヨウ素蒸気捕捉剤、な
らびに
（ｄ）液体キャリア、
を含む化学的機械研磨具。
【請求項２】
　ヨウ素がヨウ化物塩の酸化によりその場で発生される請求項１記載の化学的機械研磨具
。
【請求項３】
　ヨウ化物塩がヨウ化カリウム、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化リチウム、ヨウ化アンモニウ
ムおよびそれらの組合わせ、からなる群より選ばれる請求項２記載の化学的機械研磨具。
【請求項４】
　ヨウ化物塩がヨウ素酸塩、過酸化物およびそれらの組合わせからなる群より選ばれる酸
化剤により酸化される請求項２記載の化学的機械研磨具。
【請求項５】
　ヨウ化物塩がヨウ素酸塩により酸化される請求項４記載の化学的機械研磨具。
【請求項６】
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　ヨウ素酸塩がヨウ素酸カリウム、ヨウ素酸ナトリウム、ヨウ素酸リチウム、ヨウ素酸ア
ンモニウムおよびそれらの組合わせからなる群より選ばれる請求項５記載の化学的機械研
磨具。
【請求項７】
　ヨウ素がヨウ素酸、過ヨウ素酸もしくはそれらの塩の還元によりその場で発生される請
求項１記載の化学的機械研磨具。
【請求項８】
　ヨウ素の量が０．２wt％以下である請求項７記載の化学的機械研磨具。
【請求項９】
　ヨウ素蒸気捕捉剤が、α-シクロデキストリン、β-シクロデキストリン、γ-シクロデ
キストリン、ヒドロキシアルキル-シクロデキストリン、アルキル-シクロデキストリン、
アセチル-シクロデキストリン、カルボキシアルキル-シクロデキストリンおよびそれらの
組合わせからなる群より選ばれるシクロデキストリンである請求項１記載の化学的機械研
磨具。
【請求項１０】
　ヨウ素蒸気捕捉剤が１０，０００以下の分子量を有するデンプンである請求項１記載の
化学的機械研磨具。
【請求項１１】
　ヨウ素の量が液体キャリアおよびそれに溶解もしくは懸濁されている成分の質量に基づ
いて０．１wt％～２wt％である請求項１記載の化学的機械研磨具。
【請求項１２】
　研磨具が液体キャリアに懸濁されている研磨剤を含む請求項１記載の化学的機械研磨具
。
【請求項１３】
　研磨具がアルミナ、シリカ、セリア、ゲルマニア、チタニア、窒化ケイ素、炭化ケイ素
、ダイアモンド、ポリマー粒子、共生成粒子、被覆粒子およびそれらの組合わせからなる
群より選ばれる研磨剤を含む請求項１２記載の化学的機械研磨具。
【請求項１４】
　研磨剤がシリカである請求項１３記載の化学的機械研磨具。
【請求項１５】
　（ｉ）基体を請求項１記載の化学的機械研磨具と接触させること、ならびに
（ii）基体の少なくとも一部を磨り減らして基体を研磨すること、を含む基体の研磨方法
。
【請求項１６】
　基体が記憶ディスクである請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　基体が金属層を含む請求項１５記載の方法。
【請求項１８】
　金属層が白金、イリジウム、ロジウム、ルテニウム、ニッケル、アルミニウム、銅、タ
ングステン、タンタルもしくはチタンを含む請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　（ｉ）基体を請求項２記載の化学的機械研磨具と接触させること、ならびに
（ii）基体の少なくとも一部を磨り減らして基体を研磨すること、を含む基体の研磨方法
。
【請求項２０】
　基体が金属層を含む請求項１９記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はヨウ素およびヨウ素蒸気捕捉剤を含む化学的機械研磨組成物に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
基体の表面を平坦化もしくは研磨するための組成物および方法は、この分野で周知である
。研磨組成物（研磨スラリーとしても知られている）は、水性溶液中に研磨材料を含み、
そして研磨組成物を浸透された研磨パッドに基体の表面を接触させることにより、基体の
表面に付着されるのが通常である。代表的な研磨材料は二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸
化アルミニウム、酸化ジルコニウムおよび酸化スズを含む。たとえば、米国特許第５，５
２７，４２３号明細書には、水性媒体中に高純度の金属酸化物微細粒子を含む研磨スラリ
ーに、表面を接触させることにより金属層を化学的機械研磨する方法が記載されている。
研磨スラリーは研磨パッド（たとえば研磨布もしくは研磨ディスク）とともに使用される
のが一般的である。適切な研磨パッドは、米国特許第６，０６２,９６８；６，１１７,０
００；および６，１２６,５３２号明細書に記載され、それらは開放セルの多孔質ネット
ワークを有する焼成ポリウレタン研磨パッドを開示している。さらに、米国特許第５，４
８９，２３３号明細書は表面に組織（texture）もしくはパターンを有する一体の（solid
）研磨パッドの使用を開示する。あるいは、研磨材料は研磨パッドに配合されうる。米国
特許第５，９５８，７９４号明細書は固定砥粒研磨パッドを開示する。
【０００３】
従来の研磨系および研磨方法は、基体、特に記憶ディスクを平坦化する際に必ずしも十分
に満足すべきものではないのが通常である。特に、このような研磨系および研磨方法は、
記憶もしくはリジッドディスクに使用されるとき、研磨速度が望ましい速度よりも低く、
そして表面欠陥度が高くなり得る。記憶ディスクのような多くの基体の性能が表面の平坦
さと直接に関連するために、高い研磨効率、選択性、均一性および除去速度をもたらし、
そして最小の表面欠陥で高品質の研磨をもたらす研磨系および研磨方法は重要である。
【０００４】
研磨時の研磨表面の欠陥を最小にすると同時に、研磨時の記憶もしくはリジッドディスク
の除去速度を改良するために数多くの試みがなされてきた。たとえば、米国特許第４，７
６９，０４６号明細書は、アルミナ砥粒、および硝酸ニッケル、硝酸アルミニウムもしく
はそれらの混合物のような研磨促進剤を含む組成物を用いてリジッドディスクのめっき層
を研磨する方法を開示する。米国特許第６，０１５，５０６号明細書は、金属酸化物砥粒
、酸化剤および多くの酸化状態を有する触媒の分散体を含む研磨組成物を用いてリジッド
ディスクを研磨する方法を開示する。ＷＯ０２/２０２１４は、酸化されたハロゲン化物
およびアミノ酸を含む研磨組成物を用いて記憶もしくはリジッドディスク基体を研磨する
方法を開示する。
【０００５】
研磨組成物は酸化剤を含有することが多く、それは基体、特に記憶もしくはリジッドディ
スクのような金属含有基体、の表面と反応し、機械的研磨により比較的除去され易い表面
を与え得る。ヨウ素（たとえば、ヨウ素、ヨウ化物、ヨウ素酸塩および過ヨウ素酸塩）を
含有する酸化剤は、金属含有基体を研磨する特に有用である；しかしながら、それらの使
用は有害なヨウ素蒸気の発生およびそれに続く大気への放出をともない得る。この問題を
避けるために、ヨウ素蒸気を捕捉しうる添加剤が研磨組成物に添加されなければならない
。たとえば、ＥＰ１１１８６４７Ａ１は、研磨処理時にヨウ素蒸気を捕捉するためにポリ
ビニルピリジンおよびポリビニルピロリドンを含有するポリマーおよびコポリマーの使用
を開示する。しかし、ヨウ素を捕捉するための添加剤の配合は研磨時の基体除去速度に有
害な効果を有しうる。このように、ヨウ素蒸気の生成を調節し、ヨウ素に基づく酸化剤が
産業的規模で使用されるのを可能にするような添加剤を含有する研磨組成物に対する必要
性はなお存在する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、ヨウ素蒸気の生成を調節し、ヨウ素に基づく酸化剤が産業的規模で使用される
のを可能にするような添加剤を含有する研磨組成物を提供する。
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【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は（a）研磨剤、研磨パッド、または研磨剤および研磨パッドの両方、
（ｂ）ヨウ素、（ｃ）ヨウ素蒸気捕捉剤、ならびに（ｄ）液体キャリア、を含む化学的機
械研磨具（以下、「研磨系」と呼ぶ）を提供する。さらに、本発明は化学的機械研磨具を
用いて基体を研磨する方法を提供する。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明は、研磨剤、研磨パッド、または研磨剤および研磨パッドの両方、ヨウ素、ヨウ素
蒸気捕捉剤、ならびに液体キャリア、を含む化学的機械研磨系に関する。
【０００９】
ここで記載される化学的機械研磨（「ＣＭＰ」）系は研磨剤、研磨パッド、またはそれら
の両方を含む。好適には、このＣＭＰ系は研磨剤および研磨パッドの両方を含む。研磨剤
は適切な形態でありうる（たとえば砥粒）。研磨剤は研磨パッドに固定され得、および/
または粒状の形態で液体キャリアに懸濁され得る。研磨パッドはいかなる適切な研磨パッ
ドであってもよい。研磨剤（存在し、液体キャリアに懸濁されているとき）、ヨウ素、ヨ
ウ素蒸気捕捉剤、ならびに液体キャリアに懸濁されている他の成分はＣＭＰ系の研磨組成
物を形成する。
【００１０】
研磨剤はいかなる適切な研磨剤であってもよい（たとえば金属酸化物）。たとえば、研磨
剤はアルミナ、シリカ、チタニア、セリア、ジルコニア、ゲルマニア、マグネシア、窒化
ケイ素、炭化ケイ素、ダイアモンド、それらの共生成粒子、およびそれらの組合わせであ
りうる。さらに研磨剤はポリマー粒子もしくは被覆粒子であってもよい。一般的には、研
磨剤はアルミナ、シリカ、それらの共生成粒子、被覆金属酸化物粒子、ポリマー粒子、お
よびそれらの組合わせからなる群より選ばれる。好適には、研磨剤はシリカもしくはアル
ミナである。研磨系は液体キャリアおよびそれに溶解もしくは懸濁されている成分の質量
に基づいて約０．１wt％～約２０wt％(たとえば、約０．５wt％～約１５wt％、または約
１wt％～約１０wt％)の研磨剤を含有するのが一般的である。
【００１１】
ヨウ素はヨウ化物塩、ヨウ素酸塩、もしくは過ヨウ素酸塩からその場で発生される。した
がって、ＣＭＰ系はヨウ化物塩、ヨウ素酸塩、もしくは過ヨウ素酸塩のような、その場で
ヨウ素を生成させるのに使用される未反応成分、および/または酸化剤および還元剤のよ
うな、ここで記載される他成分を含有し得る。
【００１２】
一般的には、ヨウ素はヨウ化物塩の酸化剤との反応よりその場で発生される。ヨウ化物塩
はヨウ化カリウム、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化リチウム、ヨウ化アンモニウムおよびそれ
らの組合わせからなる群より選ばれ得る。好適には、ヨウ化物塩はヨウ化カリウムである
。ヨウ素酸塩もしくは過ヨウ素酸塩はナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩等を含
むいかなる適切な塩であってもよい。酸化剤は研磨系の条件下でヨウ化物塩を酸化するの
に十分な酸化ポテンシャルを有するいかなる適切な酸化剤であってもよい。適切な酸化剤
は無機もしくは有機の過化合物（per-compounds）、臭素酸塩、硝酸塩、塩素酸塩、クロ
ム酸塩、ヨウ素酸塩、鉄および銅塩（たとえば硝酸塩、硫酸塩、ＥＤＴＡ、およびクエン
酸塩）、希土および遷移金属酸化物（たとえば四酸化オスミウム）、フェリシアン化カリ
ウム、二クロム酸カリウム、ヨウ素酸等を含む。過化合物（Hawley’s Condensed Chemic
al Dictionaryにより定義される）は少なくとも１つのぺルオキシ基（－Ｏ－Ｏ－）を含
む化合物、または最高の酸化状態にある元素を含む化合物である。少なくとも１つのぺル
オキシ基を含む化合物の例は過酸化水素および過酸化水素尿素、過炭酸塩のようなその付
加物、過酸化ベンゾイル、過酢酸、過酸化ジ－ｔ－ブチルのような有機過酸化物、モノ過
硫酸塩(ＳＯ５

2－)，ジ過硫酸塩（Ｓ２Ｏ８
2－）ならびに過酸化ナトリウムを含むが、こ

れらに限定されない。最高の酸化状態にある元素を含む化合物の例は過ヨウ素酸、過ヨウ
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素酸塩、過臭素酸、過臭素酸塩、過塩素酸、過塩素酸塩、過ホウ酸、過ホウ酸塩および過
マンガン酸塩を含むが、これらに限定されない。さらに、酸化剤は研磨組成物が十分に酸
性であるとき、空気からの酸素であり得る。好ましくは、酸化剤はヨウ素酸塩もしくは過
酸化物、もっと好ましくはヨウ素酸カリウムもしくは過酸化水素である。
【００１３】
あるいは、ヨウ素はヨウ素酸、過ヨウ素酸もしくはそれらの塩の還元剤との反応によりそ
の場で発生されうる。還元剤はいかなる適切な還元剤であってもよい。たとえば、還元剤
は研磨組成物への化学添加剤であり得、または還元剤は基体自体であり得る。好ましくは
還元剤は研磨される基体の金属層である。
【００１４】
大気へのヨウ素蒸気の放出を低減もしくは消去するために、さらに本発明の化学的機械研
磨系はヨウ素蒸気捕捉剤を含む。ヨウ素蒸気捕捉剤はヨウ素蒸気を捕捉しうるいかなる適
切な材料であってもよく、デンプンおよびシクロデキストリンからなる群より選ばれる糖
類であるのが一般的である。たとえば、適切な材料はヨウ素蒸気を補足し得るヘリカルも
しくはウェブ様構造を有するポリマー材料、または包接複合体を形成することによりヨウ
素を包み込むキャビティを有する化合物でありうる。
【００１５】
デンプンはα－Ｄ－グルコース繰返し単位を含むオリゴマ－もしくはポリマーである。も
っとも一般的なデンプンはアミロースおよびアミロぺクチンである。アミロースはヨウ素
蒸気を捕捉しうるヘリカル構造を有する。デンプンは直鎖、分枝、環状もしくは架橋であ
ってもよい。適切なデンプンおよびデンプン誘導体は、たとえばＳｔａｒｃｈ:Ｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ(Whistler et al., Second Edition,1984)に
開示されている。適切なデンプン誘導体は酸化デンプン、エステル化デンプン（たとえば
酢酸塩、グルタル酸塩およびリン酸エステル）およびエーテル化デンプン（たとえばヒド
ロキシアルキルもしくはカルボキシアルキルエーテル）を含む。好ましくは、デンプンは
低分子量デンプン、たとえば約１０，０００以下（たとえば約５，０００以下）の分子量
を有するデンプンである。
【００１６】
適切なシクロデキストリンはα-シクロデキストリン、β-シクロデキストリン、γ-シク
ロデキストリン、ヒドロキシアルキル-シクロデキストリン、アルキル-デキストリン、ア
セチル-シクロデキストリン、カルボキシアルキル-シクロデキストリンもしくはそれらの
組合わせを含み、ここでアルキルは１～８の炭素原子を有する直鎖もしくは分枝アルキル
である。
【００１７】
研磨組成物に存在するヨウ素の量は用途に部分的に依存する。いくつかの態様において、
わずかな量のヨウ素（たとえば液体キャリアおよびそれに溶解もしくは懸濁されている成
分の質量に基づいて約０．２wt％以下、または約０．１wt％以下）が、その場で、たとえ
ば研磨組成物の成分間の反応の副生物として発生する。このような用途において、微量の
ヨウ素の発生は化学的機械研磨の過程で研磨組成物もしくは研磨パッドの黄ばみにより示
されるのが一般的である。他の態様において、研磨組成物におけるヨウ素の量は大きく、
たとえば液体キャリアおよびそれに溶解もしくは懸濁されている成分の質量に基づいて約
０．１wt％以上（たとえば約０．２wt％以上、または約０．５wt％以上）である。研磨組
成物において存在するヨウ素の量は、液体キャリアおよびそれに溶解もしくは懸濁されて
いる成分の質量に基づいて約１０wt％以下（たとえば約５wt％以下、または約３wt％以下
）である。１つの好適な態様において、ヨウ素の量は液体キャリアおよびそれに溶解もし
くは懸濁されている成分の質量に基づいて約０．１wt％～約２wt％である。
【００１８】
好適には、ヨウ素、および/またはその場でヨウ素を生成するのに使用される成分は液体
キャリアに実質的に溶解される。液体キャリアは研磨剤（存在し、液体キャリアに懸濁さ
れているとき）、ヨウ素、ヨウ素蒸気捕捉剤、ならびに研磨される（たとえば平坦化され
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る）べき適切な基体の表面への任意の添加剤、の使用を容易にするために使用される。さ
らに、液体キャリアは、ヨウ素が研磨組成物中でその場で生成される態様において、ヨウ
素を生成する成分の反応を可能にする反応媒体として使用される。液体キャリアは一般に
水性キャリアであり、水だけでもよく、水および水と混和しうる適切な溶媒であり得、ま
たはエマルションであってもよい。水と混和しうる適切な溶媒はメタノール、エタノール
等のアルコールを含む。好ましくは、水性キャリアは水、もっと好ましくは脱イオン水か
らなる。
【００１９】
研磨組成物はいかなる適切なｐＨを有してもよい。通常、研磨組成物は約２以上（たとえ
ば、約３以上、または約４以上）のｐＨ、そして約１２以下（たとえば、約１１以下、ま
たは約１０以下）のｐＨを有する。好ましくは、研磨組成物は約２～約１０（たとえば、
約３～約９）のｐＨを有する。
【００２０】
ここに記載される研磨組成物は、さらに腐食抑制剤（たとえば皮膜形成剤）を任意に含む
。腐食抑制剤はいかなる適切な腐食抑制剤であってもよい。通常、腐食抑制剤はヘテロ原
子含有官能基を含む有機化合物である。たとえば、活性官能基として少なくとも１つの５
もしくは６員複素環をもつ複素環有機化合物であり、複素環は少なくとも１つの窒素原子
を含み、たとえばアゾ－ル化合物である。好ましくは腐食抑制剤は好ましくはトリアゾー
ル、もっと好ましくは１，２，４－トリアゾール、１，２，３－トリアゾールもしくはベ
ンゾトリアゾールである。
【００２１】
ここに記載される研磨組成物は、さらに非イオン界面活性剤を任意に含む。適切な非イオ
ン界面活性剤の１例はＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎより販売されているＴｅｔｒｏ
ｎｉｃ（登録商標）界面活性剤である。
【００２２】
ここに記載される研磨組成物は、さらにキレート化もしくは錯化剤を任意に含む。錯化剤
は除去されるべき基体層の除去速度を向上するいかなる化学添加剤であってもよい。適切
なキレート化もしくは錯化剤は、たとえばカルボニル化合物（たとえばアセチルアセトナ
ート等）、単純なカルボン酸塩（たとえば酢酸塩、アリールカルボン酸塩等）、１つ以上
のヒドロキシル基（たとえばグリコール酸塩、乳酸塩、グルコン酸塩、没食子酸およびそ
の塩、等）、ジ、トリ、およびポリカルボン酸塩（たとえばシュウ酸塩、フタル酸塩、ク
エン酸塩、コハク酸塩、酒石酸塩、リンゴ酸塩、エチレンジアミン四酢酸塩（edetates）
（たとえばＥＤＴＡ二カリウム）、それらの混合物等）、１つ以上のスルホン酸および/
またはホスホン酸を含むカルボン酸塩、等を含みうる。さらに、適切なキレート化もしく
は錯化剤は、たとえば、ジ、トリ、およびポリアルコール（たとえば、エチレングリコー
ル、ピロカテコール、ピロガロール、タンニン酸、ジ、トリ、およびポリアミン、等）を
含みうる。好ましくは、錯化剤はカルボン酸塩、もっと好ましくはシュウ酸塩である。キ
レート化もしくは錯化剤の選択は、研磨組成物で基体を研磨する過程で除去される基体層
の種類に依存する。
【００２３】
前述の多くの化合物は塩（たとえば金属塩、アンモニウム塩等）、酸もしくは部分塩の形
態で存在し得ることが理解される。たとえば、クエン酸塩はクエン酸、ならびにそのモノ
、ジおよびトリ塩を含む；フタル酸塩はフタル酸ならびにモノ塩（たとえばフタル酸水素
カリウム）を含む；過塩素酸塩は対応する酸（すなわち過塩素酸）ならびにその塩を含む
。さらに、ある化合物もしくは試薬は１つより多い機能を果たしうる。たとえば、いくつ
かの化合物はキレート化剤および酸化剤としての両方を機能する（たとえばある硝酸鉄（
III ）等）。
【００２４】
ここに記載される研磨系は、基体を研磨（たとえば平坦化）するのに使用され得る。基体
を研磨する方法は、基体を化学的機械研磨系と接触させること、ならびに基体の少なくと
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も一部を研磨して基体を研磨すること、を含む。化学的機械研磨系は少なくとも１つの金
属層および任意に絶縁層を含む基体を研磨する方法に使用されるのが望ましく、基体は化
学的機械研磨系と接触され、そして基体金属層もしくは絶縁層（もし存在すれば）の少な
くとも一部は研磨され、金属層もしくは絶縁層は研磨されることになる。基体はいかなる
適切な基体（たとえば、集積回路、ＩＬＤ層、半導体、微小電気機械的システム、強誘電
体、磁気ヘッド、ポリマーフィルムならびに低および高誘電率フィルム）であってもよく
、そしていかなる適切な絶縁、金属もしくは合金層（たとえば金属導電層）を含みうる。
絶縁層は金属酸化物、多孔質金属酸化物、ガラス、有機ポリマー、フッ素化有機ポリマー
、または他の適切な高もしくは低κ絶縁層でありうる。好ましくは、絶縁層は酸化ケイ素
、窒化ケイ素、オキシ窒化ケイ素、炭化ケイ素、酸化アルミニウム、もしくは誘電率が約
３．５以下の材料を含む。金属層は、好ましくは銅、タングステン、チタン、アルミニウ
ム、タンタル、白金、ルテニウム（たとえば二酸化ルテニウム）、ロジウム、イリジウム
（たとえば二酸化イリジウム）、ニッケル、鉄、もしくはコバルトを含む。好適な態様に
おいて、基体はニッケルリンを含む記憶ディスクである。
【００２５】
【実施例】
この例は本発明を例示するが、本発明の範囲を限定するものではない。この実施例は記憶
ディスクの除去速度へのヨウ素濃度の効果を示す。
例
ニッケルリンを含む記憶ディスクが、異なる研磨組成物（研磨組成物Ａ～Ｈ）を用いてテ
ーブルトップ研磨機（下向き圧５０Ｎ；プラテン速度１００rpm；研磨組成物供給速度１
００ｍL/分）により研磨された。各研磨組成物はコロイダルシリカ４wt％を含み、ｐＨは
８．８であった。研磨組成物Ａ～Ｄは、α-シクロデキストリン０．５wt％、ならびにヨ
ウ素０．２；０．３；０．４および０．５ｗｔ％をさらに夫々含んでいた。研磨組成物Ｅ
～Ｈは、β-シクロデキストリン０．５wt％、ならびにヨウ素０．２；０．３；０．４お
よび０．５ｗｔ％をさらに夫々含んでいた。基体除去速度（ＲＲ）が各研磨組成物につい
て測定された。その結果は表１に要約され、そして除去速度対ヨウ素濃度のプロットは図
１に示される。
【００２６】
【表１】

【００２７】
表１および図１の結果は研磨組成物中のヨウ素濃度の増加は基体除去速度の増加をもたら
すことを示す。各基体の研磨時に、ヨウ素蒸気捕捉剤の存在はヨウ素蒸気の臭気を実質的
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に消去したことが注目される。
【００２８】
刊行物、特許出願および特許を含む、ここで引用された全ての文献は引用によりここに組
み入れられる。
【００２９】
本発明についての上記の説明、たとえば成分、数値範囲、例等の記載、は本発明を限定す
るものではなく、好適な態様を説明するものである。当業者はこれらの開示によりさらに
種々の変更、付加、組合わせを行い、本発明を実施しうるものである。
【００３０】
【発明の効果】
本発明によれば、ヨウ素蒸気の生成を調節し、ヨウ素に基づく酸化剤が産業的規模で使用
されるのを可能にするような添加剤を含有する研磨組成物を提供しうる。
【図面の簡単な説明】
【図１】α-シクロデキストリンおよびβ-シクロデキストリンをそれぞれ含む研磨組成物
について基体除去速度対ヨウ素濃度のプロット。

【図１】
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